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OEM: Texas Instruments Transistor 2N2410 Datasheet

NPN-Epitaxial-Silizium-Planar-Transistor 9N2410

Sehr schneller Schalttransistor fir mittlere Leistungen

max. Gesamtschaltzeiten — 120 ns bei 150 mA
130 ns bei 500 mA

hre — linear von < 10 mA bis > 500 mA
typische fr — 300 MHz bei Uce =10 V, lc = 50 mA

* Mechanische Daten
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Der Kaolleitor i mit dem Gehiuss slekirisch varbonden

Absclute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung 60y
Kollektor-Emitterspannung (Bem. 1) Yy
Kollektor-Emitterspannung (Bem. £) v
Emitter-Basis-Spannung &Y

Kollektorstrom 800 mA,
Gesamtveriustleistung (Bem. 3) 08w
Gesamtverlustleistung bei Tg = 25°C (Bem. 4) 25W
Kollektor-Sperrschichttemperatur +200*C
Lagerungs-Temperaturberaich —E5°C bis +300°C

* JEDEC registriert.
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* Elektrische Kennwerte bei Ty = 256 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parametar Priifbedingungen *min typ *max Elnh.

Uisriceo Kollektor-Basis- lg = 100 ph, g =0 (] W
Durchbruchspannung

Umnyoeo Kollektor-Emitter- lg=30mA, Ip=10 (Bam, 5) 30 v
Durchbruchspannung

Uier)cer Follektor-Emitter- lg =30 mA, Rgg = 10 & (Bem, §) 40 i)
Durchbruchspannung

Umnyzno Emitter-Basis- Ig = 100 p&, lg=0 5 W
Durchbruchspannung

lees Koallaktor-Emittar- Ugg =30V, Ugg =0 (Bem. ) 015 03 il
Reststrom

Ices Kollektor-Emittars Ugg =30V, Upg = 0, 20 350 firy
Reststrom Tu = 150°C (Bem. 6)

lgpo Emitter-Basis-ReststromUgp = 4V, lg=10 015 03 b

hre Gleichstromverstirkung Ugg = 10V, Ig = 10 mA (Bem, 5} 30 75 120

hre Glelchstromverstirkung Ugg = 10 V, |g = 150 mA (Bem, 5) 30 75 120

hre Gleichstromverstirhung Ugg = 10V, lg = 500 mA (Bem, 5) 25 80 100

Unge Basis-Emitterspannung |lg = 15 mA, |lg = 150 mA (Bem, §) 1,0 1,2 v

Upg Basis-Emitterspannung lg = 50 mA, lg = 500 mA (Bem, 5) 1.3 16 v

Ucg(ssty Kollzktor-Emitter- Is =15 mA, g =150 mA (Bem. 5) 035 045 V
Restspannung

Uckisaty Kollektor-Emitter- Iz = 50 mA, |gc=500mA (Bam. 5) 08 13 W
Restspannung

| haial Betrag der Uge= 10V, lg=50mA, =100 MHz 20 30
Kurzschiug-
Stromverstarkung

Con Leerlauf- Uge= 10V, lg =0, f=1MHz a9 1 pF
Ausgangskapazitat

Cib Leerlauf- Ugn =05V, lg=10, f=1MHz 42 50 pF
Eingangskapazitit

Bemerkungen:

1. Dieger Wert liagt an, wenn Rgg = 10 Q.

2. Dieser Wert liegt an, wenn die Basis-Emitterdiode offen ist.
3. Lineara Abnahme bis To = 200 °C mit 4,57 mW/"C.

4. Lineare Abnahme bis Tg = 200 °C mit 14,3 mW/°C.

5. ImpulsméBig gemessen: Impulsbreite < 300 us, Tastverhélinis < 2%,
6. Zur Kalkulation stabiler Schaltkreis-Verhaltnisse soll Icgs an Stelle lopo genommen werden.
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* Schaltwerte bei Ty = 25°C

Parameter Prifbedingungen® typ *max Einh.
ton Einschaltzeit lg = 150 mA, Igg) = 15 mA, Ipgs) = —15 mA, 35 85 ns
ta Speicherzeit UpEfatny = —2,75 V, Ry, = 40 @ (Bild 1) 24 40 ns
tr Abfallzeit 16 30 ns
tarr Awusschaltzeit 40 55 ns
ton Einschaltzeit Ig = 500 mA, Iggy = 50 mA, gy = —50 mA, 40 65 ns
tarr Ausschaltzeit Ung{etn = —3,50 ¥V, Rp, = 40 Q (Bild 2) 45 65 ns
* Mennwerte: exakle Werte variieren mit den Trans.-Parametern.
* Schaltzeitmessung
Bild 1
295
e m = 4,75
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Spannungs-Slgralformen

* JEDEC registriert.

Schallhrels
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* Schaltzeitmessung

Bild 2

Spannungs-Signalformen Schaltkreis

Bemerkungen:

a) Die Eingangs-Signalformen in Bild 1 haben folgende Werte: tr = 1 ns, Impulsbreite
= 300 ns.

b) Alle Signalformen sind mit einem Oszillographen mit folgenden Daten betrachtet: tr < 4
ns, Reing = 100kR, Ceing = 12 pF. Der Eingangswiderstand des Oszillographen ist im
gezeigten Ry eingeschlossen (Gesamt-Kollektor-Lastwiderstand).

¢) Die Eingangs-Signalformen in Bild 2 haben folgende Werte: tr = 12 ns, ty < 12 ns,
Impulsbraite = 1,5 us, + 0,5 us PRR = 500 Hz.

d) Alle Widerstdnde + 1% Toleranz.

* JEDEC registriert.
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